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(57)【要約】
【課題】本発明は、エッチングレジストを形成するため
のフォトリソグラフィの工程を減らすことを目的とする
。
【解決手段】ゲート電極３０、ドレイン電極５２及びソ
ース電極５４を含む薄膜トランジスタを形成する。薄膜
トランジスタを覆う第１絶縁膜４４を形成する。第１絶
縁膜４４上に第２絶縁膜４６を形成する。第２絶縁膜４
６上に透明導電膜１７０を形成する。透明導電膜１７０
上にフォトリソグラフィによってパターニングされたエ
ッチングレジスト５０を形成する。エッチングレジスト
５０を介して、透明導電膜１７０を第１エッチングによ
ってパターニングして第１透明電極７０を形成する。エ
ッチングレジスト５０を介して、第２絶縁膜４６の第１
透明電極７０から露出する表面に対して行う第２エッチ
ングによって第２絶縁膜４６にドレイン電極５２及びソ
ース電極５４の一方の上方に位置する貫通穴４０を形成
する。
【選択図】図１３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極、ドレイン電極及びソース電極を含む薄膜トランジスタを形成する工程と、
　前記薄膜トランジスタを覆う第１絶縁膜を形成する工程と、
　前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する工程と、
　前記第２絶縁膜上に、透明導電膜を形成する工程と、
　前記透明導電膜上にフォトリソグラフィによってパターニングされたエッチングレジス
トを形成する工程と、
　前記エッチングレジストを介して、前記透明導電膜を第１エッチングによってパターニ
ングして第１透明電極を形成する工程と、
　前記エッチングレジストを介して、前記第２絶縁膜の前記第１透明電極から露出する表
面に対して行う第２エッチングによって、前記第２絶縁膜に、前記ドレイン電極及び前記
ソース電極の一方の上方に位置する貫通穴を形成する工程と、
　前記エッチングレジストを除去する工程と、
　を含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載された液晶表示装置の製造方法において、
　前記第１絶縁膜は、無機材料を主原料とし、
　前記第２絶縁膜は、有機材料を主原料とすることを特徴とする液晶表示装置の製造方法
。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載された液晶表示装置の製造方法において、
　前記第２エッチングは、前記第２絶縁膜に対するエッチング量が前記第１絶縁膜に対す
るエッチング量よりも大きくなる選択的エッチングであり、
　前記第１絶縁膜を貫通する前に前記第２エッチングを止めることを特徴とする液晶表示
装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３に記載された液晶表示装置の製造方法において、
　前記エッチングレジストを除去する工程の後に、
　前記第１透明電極上及び前記貫通穴の内側並びに前記第１絶縁膜の前記貫通穴内に露出
する表面上に第３絶縁膜を形成する工程と、
　前記貫通穴の内側で、前記第３絶縁膜及び前記第１絶縁膜をエッチングして前記ドレイ
ン電極及び前記ソース電極の前記一方を露出させる工程と、
　前記ドレイン電極及び前記ソース電極の前記一方の前記貫通穴からの露出部上並びに前
記第３絶縁膜上に第２透明電極を形成する工程と、
　をさらに含むことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、液晶を駆動するための薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が形成されたＴＦ
Ｔ基板と、カラーフィルタが形成されたカラーフィルタ基板と、を有し、両者間に液晶が
挟まれている。この液晶表示装置において、液晶への横電界を印加して表示する装置はイ
ンプレーンスイッチング（ＩＰＳ）と呼ばれている。この表示装置は広視野角性能を有す
ることが知られている。また、液晶表示装置の開口率を上げて、消費電力を減らすために
はＴＦＴ成膜工程で低誘電率の有機絶縁膜を用いることが知られている。
【０００３】
　液晶表示装置のＴＦＴ（Thin Film Transistor）基板は、複数の導電層及び複数の絶縁
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層が重なって構成されている（特許文献１）。各層は、成膜及びエッチングによって形成
されることが多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１５４５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　膜のエッチングは、エッチングレジストを介して行われる。エッチングレジストは、フ
ォトリソグラフィによってパターニングされるが、フォトリソグラフィの工程は、手間と
時間がかかるためできるだけ減らしたいという要望がある。
【０００６】
　本発明は、エッチングレジストを形成するためのフォトリソグラフィの工程を減らすこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　（１）本発明に係る液晶表示装置の製造方法は、ゲート電極、ドレイン電極及びソース
電極を含む薄膜トランジスタを形成する工程と、前記薄膜トランジスタを覆う第１絶縁膜
を形成する工程と、前記第１絶縁膜上に第２絶縁膜を形成する工程と、前記第２絶縁膜上
に、透明導電膜を形成する工程と、前記透明導電膜上にフォトリソグラフィによってパタ
ーニングされたエッチングレジストを形成する工程と、前記エッチングレジストを介して
、前記透明導電膜を第１エッチングによってパターニングして第１透明電極を形成する工
程と、前記エッチングレジストを介して、前記第２絶縁膜の前記第１透明電極から露出す
る表面に対して行う第２エッチングによって、前記第２絶縁膜に、前記ドレイン電極及び
前記ソース電極の一方の上方に位置する貫通穴を形成する工程と、前記エッチングレジス
トを除去する工程と、を含むことを特徴とする。本発明によれば、同じエッチングレジス
トによって、透明導電膜のパターニングと、第２絶縁膜の貫通穴の形成との両方を行うの
で、フォトリソグラフィの工程を減らすことができる。
【０００８】
　（２）（１）に記載された液晶表示装置の製造方法において、前記第１絶縁膜は、無機
材料を主原料とし、前記第２絶縁膜は、有機材料を主原料とすることを特徴としてもよい
。
【０００９】
　（３）（１）又は（２）に記載された液晶表示装置の製造方法において、前記第２エッ
チングは、前記第２絶縁膜に対するエッチング量が前記第１絶縁膜に対するエッチング量
よりも大きくなる選択的エッチングであり、前記第１絶縁膜を貫通する前に前記第２エッ
チングを止めることを特徴としてもよい。
【００１０】
　（４）（３）に記載された液晶表示装置の製造方法において、前記エッチングレジスト
を除去する工程の後に、前記第１透明電極上及び前記貫通穴の内側並びに前記第１絶縁膜
の前記貫通穴内に露出する表面上に第３絶縁膜を形成する工程と、前記貫通穴の内側で、
前記第３絶縁膜及び前記第１絶縁膜をエッチングして前記ドレイン電極及び前記ソース電
極の前記一方を露出させる工程と、前記ドレイン電極及び前記ソース電極の前記一方の前
記貫通穴からの露出部上並びに前記第３絶縁膜上に第２透明電極を形成する工程と、をさ
らに含むことを特徴としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る液晶表示装置を示す分解斜視図である。
【図２】図１に示す液晶表示パネルの一部を詳細に示す平面図である。
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【図３】図２に示す液晶表示パネルのIII－III線断面図である。
【図４】図２に示す液晶表示パネルのIV－IV線断面図である。
【図５】図１に示す液晶表示パネルの端子部及びその付近を示す概略平面図である。
【図６】図５に示す液晶表示パネルのVI－VI線断面図である。
【図７】図１に示す液晶表示パネルの端子部及びその付近を示す概略平面図である。
【図８】図７に示す液晶表示パネルのVIII－VIII線断面図である。
【図９Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図９Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図９Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１０Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１０Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１０Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１１Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１１Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１１Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１２Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１２Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１２Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１３Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１３Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１３Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１４Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１４Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１４Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１５Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１５Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１５Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１６Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１６Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１６Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１７Ａ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１７Ｂ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【図１７Ｃ】本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して説明する。
【００１３】
［液晶表示装置］
　図１は、本発明の実施形態に係る液晶表示装置を示す分解斜視図である。液晶表示装置
は、液晶表示パネル１０を有する。液晶表示パネル１０は、上フレーム１２及び下フレー
ム１４によって支持されている。
【００１４】
　図２は、図１に示す液晶表示装置の液晶表示パネル１０の一部を示す概略平面図である
。図３は、図２に示す液晶表示パネル１０のIII－III線断面図である。図４は図２に示す
液晶表示パネル１０のIV－IV線断面図である。
【００１５】
　液晶表示パネル１０の構成を図３の断面図を用いて示す。液晶表示パネル１０は、第１
基板１６及び第２基板１８を有する（図３参照）。第１基板１６及び第２基板１８は、い
ずれも透明基板（例えばガラス基板）である。第１基板１６及び第２基板１８の間には、
液晶２０が配置されている。第１基板１６及び第２基板１８には、それぞれ、液晶２０と
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は反対側の面に偏光板２２がクロスニコル状態で貼り付けられている。
【００１６】
　第１基板１６の液晶２０を向く面には、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）が形成されている
。薄膜トランジスタは、液晶２０の駆動を制御するためのスイッチである。薄膜トランジ
スタは、制御用の走査電圧が印加されるゲート電極３０が下に配置されるボトムゲート型
である。第１基板１６上にゲート電極３０が形成されている。ゲート電極３０を覆うよう
に、無機材料（ＳｉＯ２などの半導体酸化物又はＳｉＮなどの半導体窒化物）からなるゲ
ート絶縁膜４２が、プラズマＣＶＤなどによって形成されている。ゲート絶縁膜４２の上
には、例えばアモルファスシリコン又は微結晶シリコンからなる半導体層６０が形成され
ている。半導体層６０上には、画素電位が出力されるソース電極５４及び映像信号が印加
されるドレイン電極５２が形成されている。ソース電極５４及びドレイン電極５２並びに
半導体層６０を覆うように、無機材料（ＳｉＯ２などの半導体酸化物又はＳｉＮなどの半
導体窒化物）からなる第１絶縁膜４４が形成されている。第１絶縁膜４４によって半導体
層６０の湿度汚染が防止される。
【００１７】
　ゲート電圧がゲート電極３０に印加されると映像信号電圧が印加されたドレイン電極５
２とソース電極５４の間の半導体層６０の抵抗が低下し、これによりソース電極５４に接
続された第２透明電極８０と共通電圧の印加された第１透明電極７０の間の電界が発生し
、これが液晶２０に加わり液晶２０の透過率が変化し表示を行う。
【００１８】
　薄膜トランジスタの上方（第１絶縁膜４４上）には第２絶縁膜４６が配置されている。
この第２絶縁膜４６は比誘電率が４以下の低誘電率膜である。
【００１９】
　第２絶縁膜４６上には第１透明電極７０が形成されている。第１透明電極７０は液晶動
作上において共通電極の役割を果たす。第１透明電極７０上には第３絶縁膜４８が形成さ
れている。第３絶縁膜４８はＳｉＮのような無機材料の絶縁膜で構成される。さらにその
上部には第２透明電極８０が形成されている。第２の透明電極は表示領域においては画素
電極の役割を果たす。第１透明電極７０又は第２透明電極８０は、スパッタリング法など
で、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）又は酸化インジウム亜鉛から形成してもよい。
【００２０】
　画素領域における第２透明電極８０は第３絶縁膜４８、第１透明電極７０、第２絶縁膜
４６、第１絶縁膜４４の開口部と通じて、ソース電極５４に接続され、この接続により液
晶に画素電位を供給する。この第２透明電極８０と第３絶縁膜４８を挟んで下部に存在す
る第１透明電極７０の共通電位の間の電界が液晶２０に加わることにより表示を行う。
【００２１】
　図３に示すように、液晶２０に対して第１基板１６の対向する位置にある第２基板１８
には、液晶２０の方向の面に、ブラックマトリクス１３０が配置されている。ブラックマ
トリクス１３０は、黒顔料やカーボンを含む樹脂からなる。ブラックマトリクス１３０は
、半導体層６０のチャネル領域への光進行を防止する。そのため、ブラックマトリクス１
３０の平面形状は島状あるいはストライプ状である。
【００２２】
　液晶２０に向かってブラックマトリクス１３０上にはカラーフィルタ層１００が形成さ
れている。カラーフィルタ層１００は、複数（例えば、赤、緑、青の三色）の着色層から
なる。
【００２３】
　なお、第２基板１８の液晶２０を向く面には、その表面の傷を被覆する有機材料から構
成されたオーバーコート膜１２０が形成されている。オーバーコート膜１２０は、顔料な
どのイオン化して液晶２０に溶け込むような汚染源を含まず、透明な材料で構成されてい
る。
【００２４】
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　図４は、２つの映像信号が印加され、隣り合う２本のドレイン電極５２にはさまれた画
素領域の断面図である。第１透明電極７０は、低誘電率の第２絶縁膜４６下に隣り合うド
レイン電極５２上も含めて全面を覆うように形成され、共通電位に保たれている。従って
、この第１透明電極７０はドレイン電極５２のノイズ電界をすべてシールドすることがで
きる。第２透明電極８０はスリット状に第３絶縁膜４８上に配置され画素電位が印加され
ている。第２透明電極８０からの電界は液晶２０を通過し、第３絶縁膜４８を経て下部の
共通電位を有する第１透明電極７０に至る。
【００２５】
　第１透明電極７０がドレイン電極５２のノイズ電界を遮断しているのでドレイン電極５
２を挟んで隣り合う第２透明電極８０で構成される画素電極を最小ピッチの間隔で配置で
き高開口率が実現できる。すなわち、ブラックマトリクス１３０の幅を最小に構成するこ
とができる。
【００２６】
　図５は、本実施形態におけるゲート電極３０の端子部及びその周辺の平面パターンを示
す図である。図６は、図５に示す１本のゲート電極３０のVI－VI線断面図である。
【００２７】
　図５において、ゲート電極３０の端子部の平面パターンは３本の連続する画素のゲート
電極３０を示している。外部回路との接続は端子領域Ｔにおいて、ＣＯＦ（チップオンフ
ィルム）の実装方式によって、図示しないフレキシブル配線基板と接続される。ゲート電
圧はフレキシブル配線基板からゲート電極３０に印加され、これが薄膜トランジスタを駆
動制御する。
【００２８】
　図６に示すように、端子領域Ｔでは、ゲート電極３０の上に、ゲート絶縁膜４２、第１
絶縁膜４４及び第３絶縁膜４８からなる無機材料で形成された絶縁膜に開口が形成されて
おり、この開口を第２透明電極１８０がふさぐように広がって、ゲート電極３０を被覆し
ている。第２透明電極１８０が、図示しないフレキシブル配線基板と接続される。表示領
域Ｄでは、ゲート電極３０は、第２基板１８と対向する第１基板１６上に配置され、その
上部には第２絶縁膜４６、さらにその上部には第１透明電極７０が形成されている。端子
領域Ｔでは、第１透明電極７０をマスクとして第２絶縁膜４６は除去されている。第１基
板１６と第２基板１８は、有機接着材料の封止材１４０で液晶２０が漏れないようになっ
ている。
【００２９】
　図７は、本実施形態におけるドレイン電極５２の端子部及びその周辺の平面パターンを
示す図である。図８は、図７に示す１本のドレイン電極５２のVIII－VIII線断面図である
。
【００３０】
　図７において、ドレイン電極５２の端子部の平面パターンは３本の連続する画素のドレ
イン電極５２を示している。外部回路との接続は端子領域Ｔにおいて、ＣＯＦ（チップオ
ンフィルム）の実装方式によって、図示しないフレキシブル配線基板と接続される。映像
信号電圧はフレキシブル配線基板からドレイン電極５２に印加され、薄膜トランジスタが
オンになるとソース電極５４に伝わり、さらに第２透明電極８０に印加されて表示領域に
伝播される。
【００３１】
　図８に示すように、端子領域Ｔでは、ドレイン電極５２の上に、第１絶縁膜４４及び第
３絶縁膜４８からなる無機材料で形成された絶縁膜に開口が形成されており、この開口を
第２透明電極１８０がふさぐように広がって、ドレイン電極５２を被覆している。第２透
明電極８０が、図示しないフレキシブル配線基板と接続される。表示領域Ｄでは、ドレイ
ン電極５２は、第２基板１８と対向する第１基板１６上に配置され、その上部には第２絶
縁膜４６、さらにその上部には第１透明電極７０が形成されている。端子領域Ｔでは、第
１透明電極７０をマスクとして第２絶縁膜４６は除去されている。第１基板１６と第２基
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板１８は、有機接着材料の封止材１４０で液晶２０が漏れないようになっている。
【００３２】
［液晶表示装置の製造方法］
　図９Ａ～図１７Ｃは、本発明の実施形態に係る液晶表示装置の製造方法を説明する図で
ある。なお、図番号の末尾のアルファベットがＡである図は、画素領域の断面を示す。図
番号の末尾のアルファベットがＢである図は、ゲート電極３０の端子部を形成するための
領域の断面を示す。図番号の末尾のアルファベットがＣである図は、ドレイン電極５２の
端子部を形成するための領域の断面を示す。
【００３３】
　本実施形態において、フォトレジスト塗布、フォトマスクを介する露光を含むパターニ
ングによるフォトレジストからのエッチングレジストの形成、反応ガスを用いたドライエ
ッチングあるいはエッチング液を用いた湿式エッチング、エッチングレジスト（フォトレ
ジスト）の剥離を含む一連の工程をフォトリソグラフィ工程と称する。
【００３４】
　図９Ａ～図９Ｃは、第１基板１６にＴＦＴを形成するときに行われる第１のフォトリソ
グラフィ工程で、エッチングレジストを剥離した後の構造の断面を示す。この工程では、
スパッタリング法により、Ｃｕ（銅）を成膜するか、あるいはＣｕ及びその下のＭｏ（モ
リブデン）からなる導電膜を成膜する。導電膜の上にフォトレジストを塗布し、これを第
１のフォトマスクを用いて露光、現像して、エッチングレジストを形成する。このエッチ
ングレジストをマスクとして湿式エッチングにより導電膜をエッチングし、エッチングレ
ジストを剥離する。導電膜はゲート電極３０となる。
【００３５】
　図１０Ａ～図１０Ｃは、第２のフォトリソグラフィ工程でのエッチングレジスト剥離を
終了した後の構造の断面を示す。この工程では、ゲート電極３０上に、プラズマＣＶＤ法
により、ＳｉＮ（シリコンナイトライド）、水素化アモルファスシリコン、リンをドープ
した水素化アモルファスシリコンを、同一装置内で連続成膜する。ＳｉＮはゲート絶縁膜
４２を構成し、水素化アモルファスシリコンは半導体層６０を構成するためのものである
。その上にＣｕあるいはＣｕ及びその下にＭｏを積層した導電材料をスパッタリング法で
成膜する。
【００３６】
　次に、図示しないフォトレジストを塗布し、これを第２のフォトマスクを用いて露光す
る。フォトマスクとしては透過率が２段階となるハーフ露光マスクを用いる。すなわち、
フォトマスクには、完全遮光の領域と半分光を透過する薄い金属の領域（ハーフ露光領域
）がある。ハーフ露光領域は、ＴＦＴのドレイン電極５２とソース電極５４のチャネル領
域を形成するのに使用する。ハーフ露光領域では、フォトレジストの露光及び現像後に、
フォトレジストのその部分の厚さが本来の厚さの約半分になるように設定される。こうし
て、薄い部分と厚い部分を有するエッチングレジストを形成する。
【００３７】
　エッチングレジストをマスクとして、湿式エッチングにてＣｕ（あるいはＣｕ及びその
下にＭｏを積層した導電材料）をエッチングする。さらに、半導体層６０をドライエッチ
ングによりゲート絶縁膜４２上で選択的にエッチングする。
【００３８】
　続けて、エッチングレジスト（フォトレジスト）のアッシングを行い、ハーフ露光され
た部分（薄い部分）を除去して厚い部分のみを残す。これをマスクとして、再度湿式エッ
チングにてＣｕ（あるいはＣｕ及びその下にＭｏを積層した導電材料）を除去し、さらに
ドライエッチングによりリンを含む水素化アモルファスシリコンのみを除去し、ソース電
極５４とドレイン電極５２が分離される。こうして、ゲート電極３０、ドレイン電極５２
及びソース電極５４を含む薄膜トランジスタを形成する。なお、図１０Ａに示すように、
ゲート電極３０の端子部では、ドレイン電極５２の材料（Ｃｕ等）及び半導体層６０はす
べて除去される。



(8) JP 2011-100041 A 2011.5.19

10

20

30

40

50

【００３９】
　次に、第３のフォトリソグラフィ工程を行う。図１１Ａに示すように、ドレイン電極５
２上にプラズマＣＶＤ法によりＳｉＮを成膜する。つまり、薄膜トランジスタを覆う第１
絶縁膜４４を形成する。第１絶縁膜４４は、無機材料を主原料とする。第１絶縁膜４４は
保護絶縁膜として働きＴＦＴへの湿度などの進入を防止する。次に、比誘電率が４以下の
低誘電率の第２絶縁膜４６を塗布する。つまり、第１絶縁膜４４上に第２絶縁膜４６を形
成する。第２絶縁膜４６は、有機材料を主原料とする。さらに、スパッタリング法などに
より、第２絶縁膜４６上に透明導電膜１７０を形成する。透明導電膜１７０は通常ＩＴＯ
で構成される。透明導電膜１７０上に図示しないフォトレジストを塗布し、これを第３の
フォトマスクを用いて露光、現像して、エッチングレジスト５０を形成する。つまり、透
明導電膜１７０上にフォトリソグラフィによってパターニングされたエッチングレジスト
５０を形成する。
【００４０】
　図１２Ａ～図１２Ｃに示すように、透明導電膜１７０を湿式エッチングで開口すること
で第１透明電極７０を形成する。つまり、エッチングレジスト５０を介して、透明導電膜
１７０を第１エッチングによってパターニングして第１透明電極７０を形成する。
【００４１】
　図１３Ａ～図１３Ｃに示すように、アッシングにより第２絶縁膜４６の一部をエッチン
グレジスト５０の形状に従い除去する。ただし、アッシングにより第１絶縁膜４４はエッ
チングされない。詳しくは、エッチングレジスト５０を介して、第２絶縁膜４６の第１透
明電極７０から露出する表面に対して行う第２エッチングによって、第２絶縁膜４６に、
ドレイン電極５２及びソース電極５４の一方の上方に位置する貫通穴４０を形成する。第
２エッチングは、第２絶縁膜４６に対するエッチング量が第１絶縁膜４４に対するエッチ
ング量よりも大きくなる選択的エッチングである。第１絶縁膜４４を貫通する前に第２エ
ッチングを止める。
【００４２】
　そして、図１４Ａ～図１４Ｃに示すように、エッチングレジスト５０を除去する。
【００４３】
　本実施形態によれば、同じエッチングレジスト５０によって、透明導電膜１７０のパタ
ーニングと、第２絶縁膜４６の貫通穴４０の形成との両方を行うので、フォトリソグラフ
ィの工程を減らすことができる。
【００４４】
　本実施形態の液晶表示装置の製造方法によれば、第１透明電極７０を形成するためのエ
ッチングレジスト５０を用いて、第１透明電極７０と第２絶縁膜４６の２つの膜を加工す
るため、工程簡略化が実現できる。これにより高開口率で明るい液晶表示装置の製造コス
トが削減できる。
【００４５】
　次に、第４のフォトリソグラフィ工程を行う。図１５Ａ～図１５Ｃに示すように、第１
透明電極７０上にプラズマＣＶＤ法によりＳｉＮの第３絶縁膜４８を成膜する。つまり、
第１透明電極７０上及び貫通穴４０の内側並びに第１絶縁膜４４の貫通穴４０内に露出す
る表面上に第３絶縁膜４８を形成する。そして、第３絶縁膜４８上に図示しないフォトレ
ジストを塗布し、第４のフォトマスクを用いて露光、現像する。
【００４６】
　図１６Ａに示すように、貫通穴４０の内側で、第３絶縁膜４８及び第１絶縁膜４４をエ
ッチングしてドレイン電極５２及びソース電極５４の一方を露出させる。図１６Ｂに示す
ように、ゲート電極３０の端子部では第３絶縁膜４８、第１絶縁膜４４およびゲート絶縁
膜４２がドライエッチングにより開口される。図１６Ｃに示すように、ドレイン電極５２
の端子部では第３絶縁膜４８、第１絶縁膜４４がドライエッチングにより開口される。
【００４７】
　図１７Ａ～図１７Ｃは、第５のフォトリソグラフィ工程でのレジスト剥離後の断面図で
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ある。第３絶縁膜４８上に透明導電膜をスパッタリング法により成膜する。フォトレジス
トを塗布し、これを第５のフォトマスクを用いて露光及び現像してエッチングレジストを
形成する。このエッチングレジストをマスクとして用いて第２透明電極８０，１８０がエ
ッチング加工される。詳しくは、ドレイン電極５２及びソース電極５４の一方の貫通穴４
０からの露出部上並びに第３絶縁膜４８上に第２透明電極８０を形成する。図１７Ａに示
すように、画素領域では、第２透明電極８０は画素電極として機能する。図１７Ｂ及び図
１７Ｃに示すように、端子部では第２透明電極１８０は外部のドライバ回路からの電圧を
受け取る端子電極の働きをする。
【００４８】
　本実施形態においては、第１基板１６上に５回のフォトリソグラフィ工程を用いて高開
口率を実現する液晶表示装置用の薄膜パターンが形成される。また、本実施形態の液晶表
示装置は所謂横電界により液晶を回転させて動作する広視野角の性能を有する。
【００４９】
　本実施の形態では、周知の液晶表示装置の構成（例えば配向膜）をさらに有しているが
その詳細説明は省略する。
【００５０】
　本発明は、上述した実施形態に限定されるものではなく種々の変形が可能である。例え
ば、実施形態で説明した構成は、実質的に同一の構成、同一の作用効果を奏する構成又は
同一の目的を達成することができる構成で置き換えることができる。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　液晶表示パネル、１２　上フレーム、１４　下フレーム、１６　第１基板、１８
　第２基板、２０　液晶、２２　偏光板、３０　ゲート電極、３８　ブラックマトリクス
、４０　貫通穴、４２　ゲート絶縁膜、４４　第１絶縁膜、４６　第２絶縁膜、４８　第
３絶縁膜、５０　エッチングレジスト、５２　ドレイン電極、５４　ソース電極、６０　
半導体層、７０　第１透明電極、８０　第２透明電極、１００　カラーフィルタ層、１２
０　オーバーコート膜、１３０　ブラックマトリクス、１４０　封止材、１７０　透明導
電膜、１８０　第２透明電極。
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